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【背景と目的】有機薄膜トランジスタ（OTFT）ではコンタクト電極／有機半導体界面にキャリア

注入障壁（ショットキー障壁）が存在し、デバイス特性の支配的要因となっている。我々はこれ

まで、キャリア注入障壁を考慮した OTFT のデバイスシミュレーションを実施するために、熱励

起された電子のトンネル現象である熱電子電界放出（Thermionic Field Emission : TFE）機構をキャ

リア注入モデルとして採用し、n チャネル型 OTFT の数値的検討を行った。[1,2]  本発表では、

このシミュレーション手法を p チャネル OTFT 向けに拡張すると共に、実際のデバイスの電気

特性との比較検討を実施したので、それらの結果について報告する。 

【結果】本研究で用いたデバイスシミュレータは TOTAS（Thin-Film Organic Transistor Advanced 

Simulator）である。また、電極／半導体層界面における電流値の境界条件として、TFE モデルを

取り入れた。図 1に示したボトムゲート・トップコンタクト型のペンタセン TFT（チャネル長 50 

m、チャネル幅 1mm）を実際に作製し、電気特性の測定を行った結果と、デバイスシミュレー

ション結果との比較を図 2に示す。キャリア注入障壁高さ（B）を 0.86 eVに設定し、ゲート電圧

（VG）を－10Vから－25Vへと変化させる際に、キャリア（ホール）移動度を、0.010 から 0.0381 

cm
2
/Vsへと段階的に増加させることで、線形領域における実験結果を再現するに至った。ここで

得られた障壁高さ（0.86 eV）は、Auとペンタセン界面における過去の文献値（0.85 eV）[3] とほ

ぼ一致し、また電界効果移動度がゲート電圧に依存する現象にも合致する。このように熱電子電

界放出機構を導入したデバイスシミュレーションにより、p チャネル素子においても、キャリア

注入によって動作が律則される OTFTの電気特性をある程度予測できる可能性が示された。[4] 
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図 1. 作製したボトムゲート・トップコンタクト

型ペンタセン TFT の素子構造. 

 

図 2. 作製したペンタセン TFT における出力特性

の実験結果（プロット点）とシミュレーシ

ョン結果（実線）. 
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